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分野 講演№ 講演名・発表者・発表者所属 コメント

Bulk Growth 

昇華法成長における超高品質化の方法を示す発表であり重要。

多くの研究者が推定のみしている微細領域の構造を、実証して見せていた。

自分と異なったアプローチで欠陥の解析を行っていた

Epitaxy

Tu-1B-2
（５）

①溶液成長によるSiCバルク結晶の育成の可能性を明確に示した。
②溶液成長によるSiC単結晶のバルク成長。溶液成長による真のバ
　ルク単結晶成長を世界で初めて行った論文。メニスカス制御を利用
  した口径拡大など、技術的にも明快な講演であった。
③SiCインゴットの製造に関し、液相成長法は夢物語ではなく、実
　際に昇華法に代わる可能性があることを示した。
④液相成長法により、ネッキング、口径拡大、同径長尺化の可能性
　を示した点で大変重要。多結晶抑制の方法も示した。
⑤溶液成長でメニスカスを形成し小口径で12mmのインゴットを引き
　上げた。

Mo-2B-1
（1）

II-VI社で製造中のSiCインゴットのn数の多いデータから、結晶品質に関する状況を発表され
ていた。

IP-1
（1）

2件目と同様、SiCインゴットの製造に関し、液相成長法は夢物語ではなく、実際に昇華法に
代わる可能性があることを示した。 

Mo-2B-2
（1）

Mo-P-13 
（1）

温度勾配を積極的に利用した結晶成長により、４H多形制
御の可能性を示した。

Mo-P-75 
（1）

溶液成長においてきわめて重要な気泡混入抑制に関し、簡便な方法で実現可能であることを
示した。

Extended 
Defects

Tu-2B-1
（２）

①基底面転位の貫通刃状転位への変換はエピ/サブの界面で確実に
　行なわなければならないことを痛感
②バッファ層でBPDを変換しても、結局SFが拡張するという、厄介
  な話だった。

Tu-1B-1
（1）

高速成長技術の工業化を実感させる発表として重要。高品質RAF（2件目：Mo-2B-2）技術との
併用で期待値が高い。

Tu-3B-4
（1）

We-P-82
（1）

We 3B-1
（1）

Creeは着実に6インチ化の準備を進めている。
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